
'.Ti U N I T R R 
C E M I 

Układy UCY 75450N i UCA 65450N są podwójnymi dwuwej-
ściowymi układami dopasowującymi przeznaczonymi do Ró-
żnorodnych zastosowań. Układy składają s i ę z: 
- dwóch bramek NAND 
- dwóch niezależnych tranzystorów średn ie j mocy. 
Układy te. mogą być Btosowane jako pośredniczące /in-
t e r f a c e / lub wzmacniające /dr iver/ . 

UCY 76450N 
UCA 65450N 

Dwukrotna 2-w»jściow» 
bramka NAND z dwoma 
tranzystorami średniej mocy 

Obudowa CE 70 

7 5 4 5 0 u c c SUB 
P*i rai iwi m lwi m m 

u i i n i i u r a Tinir 
GND 

Schemat wewnętrzny 
i układ wyproWadiert 

Parametry dopuszczalne 

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartość Nazwa Jedn. 
min max 

UCC Napięcie zas i l an ia V 7 

UIM Maksymalne napięc ie węjściowe V 5,5 

- 1 ! 
Prąd wejściowy mA 12 

UCC-SUB Napięcie zas i lan ia - podłoże V 35 

UC-SUB Napięcie kolektor - podłoże 7 35 

UCB Napięcie kolektor - baza 7 35 

UCE Napięcie kolektor - emiter 
dla R b b < 500 Q 

7 , 30 

UEB Napięcie emiter - baza V 5 

XC Prąd kolektora mA 300 

P t o t Całkowita moc tracona mW 800 

^amb Temperatura otoczenia w czasie 
pracy 

d la UCY 75450N 
°C 

0 +70 

dla UCA 651.50* 
V/ 

-40 +85 

t s t g Temperatura przechowywania -55 +125 
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Parametry charakterystyczne bramki NAND 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. Wartość 

m in max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

ucc Napięcie zas i lania V 4,75 5,25 

IGCL Prąd zas i lania w stanie 
niskim na wyjśc iu Ł4 11 Ucc=5,25 V; Uj-5 V 

£CCH Prąd zas i lania w stanie . 
wysokim na wyjśc iu 4 Ucc=5,25 V; Ux=0 V 

UIH Napięcie wejściowe « 
w stanie wysokim 2 

U I L Napięcie wejściowe „ 
w stanie niskim 0,8 

U0H Napięcie wyjściowe v 
w stanie wysokim 2,4 Ucc=4,75 V; Uj=0,8 V; 

- I o h = 0 , 8 V 

U 0I Napięcie wyjściowe y 
w stanie niskim 0,4 U c c-4,75 v ; Uj=2 V; 

I 0 I = 16 mA 

J IH Prąd wejściowy w s ta-
nie wysokim 

na wejściu A joA 

na wejściu G fiA 

na wejściu A mA 

I na wejśc iu G mA 

40 

80 

1 

2 

V; U ̂ =2,4 V 

Ucc=5,25 V; U^5 ,5 V 

Prąd .wejściowy w stanie 
niskim 

na wejściu A mA 
na wejściu G mA 

1,6 
3,2 

_ I 0 H Prąd wyjściowy w stanie . 
wysokim raA 0,8 U c c = 4 , 7 5 v ; XJ^0fQ V 

*0L 
Prąd wyjściowy w stanie . 
niskim * * 1 6 U c c = 4 , 2 5 V ; Uj=s2 V 

~ I0S Zwarciowy prąd wyjściowy mA 16 55 Ucc=,5,25 Vi Uj-0 V 

t P H L 
Czas propagacj i sygnału 
przy zmianie stanu z wy-
sokiego na n isk i na n B 

ściu 
15 

U c c » 5 V ; N » 1 G ' , t a m b ^ 2 5 ° C 

R l =400£ ; C^S P* 
t P L H 

Czas propagacj i sygnału 
przy zmianie stanu z ni-
skiego na wysoki na wyj-
ściu 

22 

U c c » 5 V ; N » 1 G ' , t a m b ^ 2 5 ° C 

R l =400£ ; C^S P* 

Ujemne napięoie wejściowe V 1 , 5 U c c «4 ,75 T l 2mA; 

Obciążalność wyjściowa 
w stanie wysokim 20 • I Q H « 0 , 8 o A 

Obciążalność wyjściowa 
w stanie niskim 1 0 I o l - 1 6 mA 
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Parametry charakterystyczne tranzystora 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

/ 

Wartość Warunki pomiaru 
Uwagi 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

min max 

Warunki pomiaru 
Uwagi 

U/BH/CBO Napięcie przeb ic ia 
kolektor-baza ^ V 35 I c=100 pA; I B » 0 A 

U/BR/CSO Napięcie przeb ic ia 
ko lektor-emiter 7 30 Ic=100 pA; Rbb=500Q 

U/BR/fcBO Napięcie przeb ic ia 
emiter-baza V 5 IE=»100 )iA; I q » 0 A 

h21B Statyczna wartość 
współczynnika wzmoc-
nienia prądowego w » 
układzie wspólnego 
emitera 

i 

25 UCE=0 V; I c=100 mA; 

w + 2 5 ° c 

h21B Statyczna wartość 
współczynnika wzmoc-
nienia prądowego w » 
układzie wspólnego 
emitera 

i 

30 Uce=3 V5 I c=300 OA; 

h21B Statyczna wartość 
współczynnika wzmoc-
nienia prądowego w » 
układzie wspólnego 
emitera 

i 

20 uce=3 v ; I c . 100 mA; 

w ° ° c 

h21B Statyczna wartość 
współczynnika wzmoc-
nienia prądowego w » 
układzie wspólnego 
emitera 

i 
25 UCB=3 V> V 3 0 0 m A ; 

UBE sat Napięcie nasycenia 
baza-emiter V / 1 Ic=100 mA; Ig «10 mA UBE sat Napięcie nasycenia 
baza-emiter V 

1»2 Ic=300 mA; Ig-30 mA 

UCE sat Napięc ie nasyoenia 
kolektor-emiter V 

0,4 IC=100 mA; I f i*10 mA 
UCE sat Napięc ie nasyoenia 

kolektor-emiter V 0.7 I c « 300 mA; Ig .30 mA | 

Czas opóźnienia impulsu ns 15 Ic=200 mA 

3 ^ - 2 0 mA; I0 2=25 mA 

UBE o f f - 1 V 

C l=15 PF; R l *50Q 

w + 2 5 ° c 

Czas narastania impulsu ns 20 

Ic=200 mA 

3 ^ - 2 0 mA; I0 2=25 mA 

UBE o f f - 1 V 

C l=15 PF; R l *50Q 

w + 2 5 ° c 

Czas przeciągania im-
pulsu 

ns 15 

Ic=200 mA 

3 ^ - 2 0 mA; I0 2=25 mA 

UBE o f f - 1 V 

C l=15 PF; R l *50Q 

w + 2 5 ° c 

Czas opadania impulsu ns 
• 

15 

Ic=200 mA 

3 ^ - 2 0 mA; I0 2=25 mA 

UBE o f f - 1 V 

C l=15 PF; R l *50Q 

w + 2 5 ° c 
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